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Corrosao
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Corrosao

Polarizacao

= Tolerancia

= Taxa de Corrosao
= Uniformidade

= Anisotropia

= Seletividade

= Sobrecorrosao

- Efeito de Carga
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Anisotropia
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Anisotropia
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Anisotropia
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Seletividade
= Seletividade
- Filme/Resiste Umida (100 : 1); Seca (4 : 1)
+ Filme/Substrato Umida (100 : 1) ; Seca (4 : 1)
- Sobrecorroséo
*+ 30% —~ 50%
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Efeito de Carga
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Tipos de Corrosao
= Corrosédo Umida
+ Bancadas Quimicas ou Spray
= Corroséo Seca
* Plasma
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Corrosdao Umida

= Isotropica ou Anisotropica
= Tensao Superficial

= Consumo de Reagentes
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Corrosdao Umida

= Silicio: HNO3 ou HF (isotrépica)
KOH + IPA (anisotrodpica)

= Didéxido de Silicio: HF diluido (BHF)
taxa depende do tipo de SiO2

= Nitreto de Silicio: H3PO4 conc. a 180°C

= Aluminio:

80% fosf. + 5% nit. +5% acet. + 10% &agua

(45 °C, 10%—-50% sobrecorrosao)
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Corrosao / Lift-off

= Lift-off: ja falamos; processo aditivo

LAYEHI.—A" g

mEE 5=

|

L NGRS

LIFT QFF LAYERS L AND 2 AND RE RN,

&
L
a’i i Prof. A.C. Seabra Processos Avancados de Microeletrénica: Aula 5 2015

16




E-mails 2015

= @usp.br

Prof. A.C. Seabra Processos Avancados de Microeletrénica: Aula 5

2015

17






